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(57)【要約】
【課題】特性ばらつき及び占有面積の小さい薄膜トラン
ジスタを備えた表示装置を提供する。
【解決手段】表示装置は、第１半導体層１２と、第１絶
縁膜１４と、ゲート電極ＷＧと、第２絶縁膜１６と、第
２半導体層１８と、第１電極と、第２電極と、を具備し
た薄膜トランジスタを備える。間隔Ｔ１４は、間隔Ｔ１
６より大きい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１領域と、第２領域と、前記第１領域と前記第２領域との間に位置した第１チャネル
領域と、を有する第１半導体層と、
　前記第１半導体層の第１チャネル領域の上に形成された第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜の上に形成され前記第１チャネル領域と対向したゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成された第２絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜の上に形成され、前記第１半導体層に対向し、前記第１領域に電気的に
接続された第３領域と、前記第２領域に電気的に接続された第４領域と、前記第３領域と
前記第４領域との間に位置し前記ゲート電極と対向した第２チャネル領域と、を有する第
２半導体層と、
　前記第２半導体層の上方に位置し、前記第３領域に接した第１電極と、
　前記第２半導体層の上方に位置し、前記第１電極に間隔を置き、前記第４領域に接した
第２電極と、を具備した薄膜トランジスタを備え、
　互いに対向する前記ゲート電極の底面と前記第１チャネル領域の天面との間隔は、互い
に対向する前記ゲート電極の天面と前記第２チャネル領域の底面との間隔より大きい表示
装置。
【請求項２】
　第１領域と、第２領域と、前記第１領域と前記第２領域との間に位置した第１チャネル
領域と、を有する第１半導体層と、
　前記第１半導体層の第１チャネル領域の上に形成された第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜の上に形成され前記第１チャネル領域と対向したゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成された第２絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜の上に形成され、前記第１半導体層に対向し、前記第１領域に電気的に
接続された第３領域と、前記第２領域に電気的に接続された第４領域と、前記第３領域と
前記第４領域との間に位置し前記ゲート電極と対向した第２チャネル領域と、を有する第
２半導体層と、
　前記第２半導体層の上方に位置し、前記第３領域に接した第１電極と、
　前記第２半導体層の上方に位置し、前記第１電極に間隔を置き、前記第４領域に接した
第２電極と、を具備した薄膜トランジスタを備え、
　前記ゲート電極は、前記第１チャネル領域と対向した底面と、前記第２チャネル領域と
対向し前記底面の面積より小さい面積を有した天面と、を備え、順テーパ状に形成されて
いる表示装置。
【請求項３】
　互いに対向する前記ゲート電極の底面と前記第１チャネル領域の天面との間隔は、互い
に対向する前記ゲート電極の天面と前記第２チャネル領域の底面との間隔以上である請求
項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１半導体層及び第２半導体層は、インジウム、ガリウム、及び亜鉛の何れか一つ
を少なくとも含む酸化物材料で形成されている請求項１乃至３の何れか１項に記載の表示
装置。
【請求項５】
　前記第１チャネル領域は前記第１絶縁膜が重畳した重畳領域であり、
　前記第１領域及び第２領域は前記第１絶縁膜から外れた非重畳領域であり、
　前記第１領域及び第２領域の還元性元素濃度は、前記第１チャネル領域の還元性元素濃
度より高い請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１電極及び第２電極の上に形成された第３絶縁膜と、
　前記第３絶縁膜の上に形成された共通電極と、
　前記共通電極の上に形成された第４絶縁膜と、
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　前記第４絶縁膜の上に形成され前記共通電極と対向し前記第２電極に電気的に接続され
た画素電極と、をさらに備える請求項１乃至５の何れか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第２半導体層と同一レベルの層にて前記第２半導体層と同一材料で一体的に形成さ
れた画素電極と、
　前記第１電極、第２電極及び画素電極の上に形成された第３絶縁膜と、
　前記第３絶縁膜の上に形成され、前記画素電極と対向した共通電極と、をさらに備える
請求項１乃至５の何れか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第１半導体層と同一レベルの層にて前記第１半導体層と同一材料で形成され、前記
第１半導体層に間隔を置いて位置した共通電極と、
　前記第２絶縁膜を挟んで前記共通電極と対向し、前記第２半導体層と同一レベルの層に
て前記第２半導体層と同一材料で一体的に形成された画素電極と、をさらに備える請求項
１乃至５の何れか１項に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記共通電極と前記画素電極との間に生じる電界が与えられる液晶層をさらに備える請
求項６乃至８の何れか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アクティブマトリクス方式の表示装置において、画素のスイッチング素子に薄膜トラン
ジスタ（Thin-film Transistor：ＴＦＴ）が用いられている。また、アクティブエリア（
表示領域）の外側の額縁領域（非表示領域）に形成されるドライバのスイッチング素子に
も薄膜トランジスタが用いられている。
【０００３】
　また、ＴＦＴとしては、オン電流の増大を図る目的で、ダブルチャネル構造のＴＦＴが
提案されている。このＴＦＴは、第１のアモルファスシリコン膜と、第１のアモルファス
シリコン膜の上方に位置し第１のアモルファスシリコン膜と対向した第２のアモルファス
シリコン膜と、第１のアモルファスシリコン膜と第２のアモルファスシリコン膜との間に
介在したゲート電極と、を有している。すなわち、上記ＴＦＴは、２個のアモルファスシ
リコン膜を有している。さらに、上記の場合、第１のアモルファスシリコン膜及び第２の
アモルファスシリコン膜を同一レベルの層に形成する場合に比べ、上記ＴＦＴの占有面積
の縮小を図ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３０６１９０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本実施形態の目的は、特性ばらつき及び占有面積の小さい薄膜トランジスタを備えた表
示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態に係る表示装置は、第１領域と、第２領域と、前記第１領域と前記第２領域
との間に位置した第１チャネル領域と、を有する第１半導体層と、前記第１半導体層の第
１チャネル領域の上に形成された第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜の上に形成され前記第１
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チャネル領域と対向したゲート電極と、前記ゲート電極の上に形成された第２絶縁膜と、
前記第２絶縁膜の上に形成され、前記第１半導体層に対向し、前記第１領域に電気的に接
続された第３領域と、前記第２領域に電気的に接続された第４領域と、前記第３領域と前
記第４領域との間に位置し前記ゲート電極と対向した第２チャネル領域と、を有する第２
半導体層と、前記第２半導体層の上方に位置し、前記第３領域に接した第１電極と、前記
第２半導体層の上方に位置し、前記第１電極に間隔を置き、前記第４領域に接した第２電
極と、を具備した薄膜トランジスタを備え、互いに対向する前記ゲート電極の底面と前記
第１チャネル領域の天面との間隔は、互いに対向する前記ゲート電極の天面と前記第２チ
ャネル領域の底面との間隔より大きい。
【０００７】
　また、一実施形態に係る表示装置は、第１領域と、第２領域と、前記第１領域と前記第
２領域との間に位置した第１チャネル領域と、を有する第１半導体層と、前記第１半導体
層の第１チャネル領域の上に形成された第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜の上に形成され前
記第１チャネル領域と対向したゲート電極と、前記ゲート電極の上に形成された第２絶縁
膜と、前記第２絶縁膜の上に形成され、前記第１半導体層に対向し、前記第１領域に電気
的に接続された第３領域と、前記第２領域に電気的に接続された第４領域と、前記第３領
域と前記第４領域との間に位置し前記ゲート電極と対向した第２チャネル領域と、を有す
る第２半導体層と、前記第２半導体層の上方に位置し、前記第３領域に接した第１電極と
、前記第２半導体層の上方に位置し、前記第１電極に間隔を置き、前記第４領域に接した
第２電極と、を具備した薄膜トランジスタを備え、前記ゲート電極は、前記第１チャネル
領域と対向した底面と、前記第２チャネル領域と対向し前記底面の面積より小さい面積を
有した天面と、を備え、順テーパ状に形成されている。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、一実施形態に係る表示装置の構成及び等価回路を示す概略平面図である
。
【図２】図２は、上記表示装置の一部を概略的に示す断面図であり、薄膜トランジスタを
示す図である。
【図３】図３は、図２に示した薄膜トランジスタ及び比較例の薄膜トランジスタにおける
、ゲート電圧（Ｖｇ）に対するドレイン電流（Ｉｄ）の変化をグラフで示す図である。
【図４】図４は、図２に示した薄膜トランジスタの製造方法を説明するための概略断面図
である。
【図５】図５は、図４に続く、図２に示した薄膜トランジスタの製造方法を説明するため
の概略断面図である。
【図６】図６は、図５に続く、図２に示した薄膜トランジスタの製造方法を説明するため
の概略断面図である。
【図７】図７は、図６に続く、図２に示した薄膜トランジスタの製造方法を説明するため
の概略断面図である。
【図８】図８は、上記実施形態の実施例に係る表示装置を示す概略断面図である。
【図９】図９は、上記実施形態の変形例１に係る表示装置のアレイ基板を示す概略断面図
である。
【図１０】図１０は、上記実施形態の変形例２に係る表示装置のアレイ基板を示す概略断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、開示はあく
まで一例に過ぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到
し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は、説
明をより明確にするため、実際の態様に比べて、各部の幅、厚さ、形状等について模式的
に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない
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。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同一又は類似した機
能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する詳細な説明を適宜省略するこ
とがある。
【００１０】
　図１は、本実施形態に係る表示装置の構成及び等価回路を示す概略平面図である。ここ
では、薄膜トランジスタを有する表示装置として、液晶表示装置を例に説明する。　
　図１に示すように、表示装置１は、画像を表示するアクティブエリア（表示領域）ＡＣ
Ｔと、アクティブエリアＡＣＴの外側の額縁領域（非表示領域）と、を備えている。表示
装置１は、液晶表示パネルＰＬＮを備えている。液晶表示パネルＰＬＮは、アレイ基板Ａ
Ｒや、後述する対向基板及び液晶層を備えている。アクティブエリアＡＣＴにおいて、ア
レイ基板ＡＲは、ｎ本のゲート線Ｇ（Ｇ１～Ｇｎ）、ｎ本の補助容量線Ｃ（Ｃ１～Ｃｎ）
、ｍ本のソース線Ｓ（Ｓ１～Ｓｍ）、及びｍ×ｎ個のマトリクス状の画素ＰＸを備えてい
る。各画素ＰＸは、隣合う２本のゲート線Ｇと隣合う２本のソース線Ｓとによって区画さ
れている。
【００１１】
　ゲート線Ｇ及び補助容量線Ｃは、第１方向Ｘに略平行に延出している。なお、ゲート線
Ｇ及び補助容量線Ｃは、必ずしも直線的に延出していなくてもよい。これらのゲート線Ｇ
及び補助容量線Ｃは、第２方向Ｙに交互に並べられている。ソース線Ｓは、第２方向Ｙに
略平行に延出している。ソース線Ｓは、ゲート線Ｇ及び補助容量線Ｃと略直交している。
なお、ソース線Ｓは、必ずしも直線的に延出していなくてもよい。なお、ゲート線Ｇ、補
助容量線Ｃ、及びソース線Ｓは、それらの一部が屈曲していてもよい。ゲート線Ｇ、ソー
ス線Ｓ、及び補助容量線Ｃは、例えば、モリブデン、クロム、タングステン、アルミニウ
ム、銅、チタン、ニッケル、タンタル、銀あるいはこれらの合金によって形成されている
が、特に限定されるものではなく、その他の金属や合金、またはこれらの積層膜で形成さ
れていてもよい。
【００１２】
　各ゲート線Ｇは、アクティブエリアＡＣＴの外部まで延出し、ゲートドライバＧＤに接
続されている。各ソース線Ｓは、アクティブエリアＡＣＴの外部まで延出し、ソースドラ
イバＳＤに接続されている。各補助容量線Ｃは、アクティブエリアＡＣＴの外部まで延出
し、補助容量電圧が印加される電圧印加部ＶＣＳと電気的に接続されている。
【００１３】
　各画素ＰＸは、第１薄膜トランジスタＴＲ１、画素電極ＰＥ、共通電極ＣＥ、保持容量
ＣＳを備えている。画素電極ＰＥは、第１薄膜トランジスタＴＲ１を介してソース線Ｓと
電気的に接続されている。共通電極ＣＥは、画素電極ＰＥと対向している。共通電極ＣＥ
は、アクティブエリアＡＣＴの外部に備えられた給電部ＶＣＯＭと、電気的に接続されて
いる。保持容量ＣＳは、画素電極ＰＥに電気的に接続されている。
【００１４】
　第１薄膜トランジスタＴＲ１は、ゲートドライバＧＤからゲート線Ｇを経由して与えら
れる制御信号により、導通状態（オン）又は非導通状態（オフ）に切替えられる。ソース
ドライバＳＤから出力される映像信号は、ソース線Ｓ及び導通状態の第１薄膜トランジス
タＴＲ１を経由して対応する画素電極ＰＥに与えられる。コモン電位に設定される共通電
極ＣＥと画素電極ＰＥとの間の電位差により、液晶層に印加される電圧が制御される。
【００１５】
　保持容量ＣＳは、液晶層に印加される電圧を一定期間保持するものであり、絶縁層を介
して対向する一対の電極で構成されている。例えば、保持容量ＣＳにおいて、一方の電極
は補助容量線Ｃの一部あるいは補助容量線Ｃと電気的に接続された補助電極であり、他方
の電極は画素電極ＰＥに接続された補助対向電極である。
【００１６】
　ゲートドライバＧＤ及びソースドライバＳＤは、額縁領域に形成されている。ゲートド
ライバＧＤ及びソースドライバＳＤは、それぞれスイッチング素子として機能する複数の
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第２薄膜トランジスタＴＲ２を備えている。
【００１７】
　図２は、本実施形態に係る表示装置１（アレイ基板ＡＲ）の一部を概略的に示す断面図
であり、薄膜トランジスタＴＲを示す図である。なお、ここでは、アレイ基板ＡＲのうち
、説明に必要な主要部のみを図示している。　
　図１に示した第１薄膜トランジスタＴＲ１及び第２薄膜トランジスタＴＲ２の少なくと
も一方の薄膜トランジスタは、図２に示す薄膜トランジスタＴＲで形成されている。本実
施形態において、上述した第１薄膜トランジスタＴＲ１及び第２薄膜トランジスタＴＲ２
の両方とも薄膜トランジスタＴＲで形成されている。
【００１８】
　図２に示すように、薄膜トランジスタＴＲは、アレイ基板ＡＲの第１絶縁基板１０の主
面の上方に形成され、スイッチング素子として機能する。薄膜トランジスタＴＲは、第１
半導体層１２、第１絶縁膜１４、ゲート電極ＷＧ、第２絶縁膜１６、第２半導体層１８、
及び低抵抗配線２０Ａ，２０Ｂを備えている。
【００１９】
　第１絶縁基板１０は、ガラス、樹脂等の光透過性及び絶縁性を有する材料で形成されて
いる。第１絶縁基板１０の主面の平坦化、第１絶縁基板からの不純物拡散防止等を目的に
、第１絶縁基板１０上に、下地保護膜（絶縁膜）が形成されていてもよい。ここで、第１
絶縁基板１０の主面は、互いに直交する第１方向Ｘと第２方向Ｙとで規定されるＸ－Ｙ平
面と平行な面である。第３方向Ｚは、第１絶縁基板１０の主面の法線方向であり、第１方
向Ｘ及び第２方向Ｙにそれぞれ垂直な方向である。
【００２０】
　第１半導体層１２は、第１絶縁基板１０の主面の上方に形成されている。このため、第
１半導体層１２は、第１絶縁基板１０の主面に接していてもよく、又は上記主面から離れ
て位置していてもよい。後者の場合、上記主面と第１半導体層１２との間には、下地保護
膜が介在している。第１半導体層１２は、第１領域１２Ａ、第２領域１２Ｂ、及び第１チ
ャネル領域１２Ｃを備えている。第１チャネル領域１２Ｃは、第１絶縁基板１０の主面に
沿った方向で第１領域１２Ａと第１領域１２Ｂとの間に位置している。第１チャネル領域
１２Ｃは、ゲート電極ＷＧと対向した天面１２Ｃａを備えている。第１及び第２領域１２
Ａ，１２Ｂの一方がソース領域として機能し、第１及び第２領域１２Ａ，１２Ｂの他方が
ドレイン領域として機能している。第１領域１２Ａ及び第１領域１２Ｂは、第１チャネル
領域１２Ｃに比べて低抵抗化されている。第１半導体層１２及び第２半導体層１８は、ア
モルファスシリコン、ポリシリコン、有機物半導体、酸化物半導体等の半導体で形成され
ている。本実施形態において、第１半導体層１２及び第２半導体層１８は、酸化物半導体
で形成されている。
【００２１】
　第１絶縁膜１４は、少なくとも第１チャネル領域１２Ｃの上に形成されている。本実施
形態において、第１絶縁膜１４は、第１チャネル領域１２Ｃの上のみに形成されている。
第１絶縁膜１４及び第２絶縁膜１６は、それぞれゲート絶縁膜として機能するため、薄膜
でも短絡などの欠陥が生じにくい無機材料で形成されることが望ましい。このような無機
材料は、例えば、シリコン酸化物やシリコン窒化物などが挙げられるが、特に限定される
ものではなく、アルミニウムやハフニウムやイットリウムなどの酸化物材料や、これらの
積層膜でも良い。　
　ここでは、第１チャネル領域１２Ｃは、第１絶縁膜１４が重畳した重畳領域である。第
１領域１２Ａ及び第２領域１２Ｂは、第１絶縁膜１４から外れた非重畳領域である。第１
領域１２Ａ及び第２領域１２Ｂの還元性元素濃度は、第１チャネル領域１２Ｃの還元性元
素濃度より高い。
【００２２】
　ゲート電極ＷＧは、第１絶縁膜１４の上に形成されている。ゲート電極ＷＧは、第１チ
ャネル領域１２Ｃの天面１２Ｃａと対向した底面ＷＧｂと、第２半導体層１８と対向した
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天面ＷＧａと、を備えている。底面ＷＧｂの一辺は第１領域１２Ａと第１チャネル領域１
２Ｃとの境界と第３方向Ｚに対向し、底面ＷＧｂの他の一辺は第２領域１２Ｂと第１チャ
ネル領域１２Ｃとの境界と第３方向Ｚに対向している。即ち、第１チャネル領域１２Ｃの
第１チャネル長Ｌ１は、底面ＷＧｂの対向する一対の辺の間の距離に相当する。ゲート電
極ＷＧは順テーパ状に形成されている。ゲート電極ＷＧは、図示しない領域でゲート線Ｇ
と電気的に接続されている。例えば、ゲート電極ＷＧ及びゲート線Ｇは、同一レベルの層
にて、同一材料で一体的に形成されてもよい。
【００２３】
　第２絶縁膜１６は、少なくともゲート電極ＷＧの上に形成されている。この実施形態に
おいて、第２絶縁膜１６は、第１絶縁基板１０、第１半導体層１２、及びゲート電極ＷＧ
の上に形成され、絶縁膜１４の側面を覆っている。第２絶縁膜１６には、第１領域１２Ａ
と対向した領域に第１コンタクトホールＣＨ１が形成されている。また、第２絶縁膜１６
には、第２領域１２Ｂと対向した領域に第２コンタクトホールＣＨ２が形成されている。
第１コンタクトホールＣＨ１及び第２コンタクトホールＣＨ２は、第３方向Ｚに沿った方
向に延在し、第２絶縁膜１６を貫通している。第１コンタクトホールＣＨ１は、第１領域
１２Ａの一部を第２絶縁膜１６の外側に露出させ、第２コンタクトホールＣＨ２は、第２
領域１２Ｂの一部を第２絶縁膜１６の外側に露出させている。
【００２４】
　第２半導体層１８は、第２絶縁膜１６の上に形成され、第１半導体層１２と対向してい
る。第２半導体層１８は、第１領域１２Ａと電気的に接続された第３領域１８Ａ、第２領
域１２Ｂと電気的に接続された第４領域１８Ｂ、及び第２チャネル領域１８Ｃを備えてい
る。この実施形態において、第３領域１８Ａは、第１コンタクトホールＣＨ１を通って第
１領域１２Ａに接している。第４領域１８Ｂは、第２コンタクトホールＣＨ２を通って第
２領域１２Ｂに接している。第２チャネル領域１８Ｃは、第１絶縁基板１０の主面に沿っ
た方向で第３領域１８Ａと第４領域１８Ｂとの間に位置している。第２チャネル領域１８
Ｃは、ゲート電極ＷＧの天面ＷＧａと対向した底面１８Ｃｂを備えている。第３及び第４
領域１８Ａ，１８Ｂの一方がソース領域として機能し、第３及び第４領域１８Ａ，１８Ｂ
の他方がドレイン領域として機能している。本実施形態において、第１チャネル領域１２
Ｃの第１チャネル幅と、第２チャネル領域１８Ｃの第２チャネル幅とは、同一である。
【００２５】
　低抵抗配線２０Ａは、第２半導体層１８の上方に位置し、第３領域１８Ａに接している
。この実施形態において、低抵抗配線２０Ａは、第２絶縁膜１６及び第２半導体層１８の
上に形成されている。低抵抗配線２０Ａの一端は、天面ＷＧａに対向し、第３領域１８Ａ
と第２チャネル領域１８Ｃとの境界に対向している。低抵抗配線２０Ｂは、第２半導体層
１８の上方に位置し、第４領域１８Ｂに接している。この実施形態において、低抵抗配線
２０Ｂの一端は、天面ＷＧａに対向し、第４領域１８Ｂと第２チャネル領域１８Ｃとの境
界に対向している。即ち、第２チャネル領域１８Ｃの第２チャネル長Ｌ２は、対向する低
抵抗配線２０Ａの一端から低抵抗配線２０Ｂの一端までの距離に相当する。
【００２６】
　低抵抗配線２０Ａは薄膜トランジスタＴＲの第１電極として機能し、低抵抗配線２０Ｂ
は薄膜トランジスタＴＲの第２電極として機能している。低抵抗配線２０Ａ，２０Ｂの一
方はソース電極として機能し、低抵抗配線２０Ａ，２０Ｂの他方はドレイン電極として機
能する。例えば、低抵抗配線２０Ａがソース電極として機能する場合、低抵抗配線２０Ａ
と電気的に接続された第１領域１２Ａ及び第３領域１８Ａは、ともにソース領域として機
能する。このような場合、低抵抗配線２０Ｂはドレイン電極として機能し、低抵抗配線２
０Ｂと電気的に接続された第２領域１２Ｂ及び第４領域１８Ｂは、ともにドレイン領域と
して機能する。ゲート電極ＷＧ、低抵抗配線２０Ａ、及び低抵抗配線２０Ｂは、金属とし
て、例えば、モリブデン、タングステン、アルミニウム、チタン、銅、あるいはこれらの
合金によって形成されている。
【００２７】



(8) JP 2016-25272 A 2016.2.8

10

20

30

40

50

　上記のように、薄膜トランジスタＴＲは、第１半導体層１２とゲート電極ＷＧによって
トップゲート型薄膜トランジスタの構造をとり、第２半導体層１８とゲート電極ＷＧによ
ってボトムゲート型薄膜トランジスタの構造をとる。すなわち、本実施形態の薄膜トラン
ジスタＴＲは、ダブルチャネル構造の薄膜トランジスタであり、トップゲート型薄膜トラ
ンジスタとボトムゲート型薄膜トランジスタとがゲート電極ＷＧを共用している。例えば
、ゲート電極ＷＧに、薄膜トランジスタＴＲの閾値電圧Ｖｔｈ以上のゲート電圧Ｖｇが印
加されると、低抵抗配線２０Ａと低抵抗配線２０Ｂとの電位差に従い、低抵抗配線２０Ａ
と低抵抗配線２０Ｂとの間でドレイン電流Ｉｄが流れ始める。このときのドレイン電流Ｉ
ｄをオン電流という。
【００２８】
　本実施形態では、第１半導体層１２と第２半導体層１８とは並列に接続されているため
、ドレイン電流Ｉｄは、第２半導体層１８を流れる第２ドレイン電流Ｉｄ２と、第１半導
体層１２を流れる第１ドレイン電流Ｉｄ１との和である。第１半導体層１２と第２半導体
層１８とは、同一レベルの層に並べて設けられているのではなく、第３方向Ｚに対向して
設けられている。このような構造の薄膜トランジスタＴＲでは、薄膜トランジスタＴＲの
占有面積の縮小を図りつつ、十分なチャネル幅を確保することができる。すなわち、薄膜
トランジスタＴＲの占有面積の縮小を図りつつ、オン電流の増大を図ることができる。又
は、薄膜トランジスタＴＲの占有面積を変えることなく、チャネル幅を増大させることが
できる。
【００２９】
　このような薄膜トランジスタＴＲを第１薄膜トランジスタＴＲ１に適用することにより
、画素ＰＸの開口率の向上に寄与することができ得る。また、薄膜トランジスタＴＲを第
２薄膜トランジスタＴＲ２に適用することにより、ソースドライバＳＤ及びゲートドライ
バＧＤの小型化（占有面積の縮小）に寄与することができ、ひいては狭額縁化（額縁領域
の縮小）に寄与することができる。
【００３０】
　低抵抗配線２０Ａ，２０Ｂは、第２半導体層１８の上に形成された金属膜をパターニン
グすることによって形成される。第２半導体層１８において、低抵抗配線２０Ａ，２０Ｂ
に対向していない領域が第２チャネル領域１８Ｃとなる。従って、パターニングのずれに
よって、第２チャネル領域１８Ｃとゲート電極ＷＧとの相対的な位置がずれる恐れがある
。底面１８Ｃｂが天面ＷＧａと対向する面積が一定でない場合、このような薄膜トランジ
スタＴＲは性能にばらつきが生じることとなる。そこで、低抵抗配線２０Ａの一端が天面
ＷＧａに対向し、かつ低抵抗配線２０Ｂの一端が天面ＷＧａに対向することで、パターニ
ングが多少ずれたとしても、底面１８Ｃｂの全体を天面ＷＧａに対向させることができる
。従って、本実施形態によれば、薄膜トランジスタＴＲの性能のばらつきを抑制すること
ができる。
【００３１】
　また、本実施形態において、ゲート電極ＷＧは順テーパ状に形成されている。即ち、第
１チャネル長Ｌ１は、第２チャネル長Ｌ２より長い（Ｌ２＜Ｌ１）。このような構造の時
、第１半導体層１２が構成するトップゲート型薄膜トランジスタの閾値電圧Ｖｔｈ１が、
第２半導体層１８が構成するボトムゲート型薄膜トランジスタの閾値電圧Ｖｔｈ２に比べ
て、正電圧方向にシフトしている場合が多い。
【００３２】
　そこで、本実施形態において、天面１２Ｃａと底面ＷＧｂとの間の第３方向Ｚに平行な
方向の間隔Ｔ１４は、天面ＷＧａと底面１８Ｃａとの間の第３方向Ｚに平行な方向の間隔
Ｔ１６より大きい。第１半導体層１２が構成するトップゲート型薄膜トランジスタのオン
電流の値が、第２半導体層１８が構成するボトムゲート型薄膜トランジスタのオン電流の
値より高いと、ハンプ特性を持ち設計上使用し辛い薄膜トランジスタＴＲとなるため、上
記のようにＴ１６＜Ｔ１４としている。従って、本実施形態の薄膜トランジスタＴＲの構
成によれば、薄膜トランジスタＴＲの性能ばらつきを抑制することができる。
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【００３３】
　ところで、第１ドレイン電流Ｉｄ１は、第２ドレイン電流Ｉｄ２に比べて、複雑な経路
をたどる。第１ドレイン電流Ｉｄ１は、第２半導体層１８及び第１半導体層１２を第３方
向Ｚに流れる際に抵抗をうける。また、第２半導体層１８と第１半導体層１２との界面を
流れる際に接触抵抗を受ける。従って、オン電流が第２半導体層１８を優先的に流れる構
造をとることで、抵抗による損失を抑制することができる。
【００３４】
　表示装置１は、バックライトユニットを備えている場合がある。バックライトユニット
は、第１絶縁基板１０の主面とは反対の外面に対向している。この場合、第１半導体層１
２は、バックライトユニットからの光の照射を受けて、特性が変動する場合がある。一例
を挙げると、チャネル部に光が照射された状態でトランジスタを非導通状態とするゲート
バイアス電圧（負バイアス）が印加される際のストレスに伴って、閾値電圧Ｖｔｈがマイ
ナスシフトする。これは、薄膜トランジスタＴＲの誤作動の原因となる。第１チャネル領
域１２Ｃは、第２チャネル領域１８Ｃよりチャネル長が長く、閾値電圧Ｖｔｈがよりプラ
ス側にあるため、多少のマイナスシフトが生じたとしても影響は小さい。また、第２チャ
ネル領域１８Ｃは、第１半導体層１２とゲート電極ＷＧがバックライトユニットからの光
を遮光するため、チャネル長が短くても光リーク電流上記原因に伴う閾値電圧Ｖｔｈのマ
イナスシフトが生じにくい。従って、天面ＷＧａの一対の辺が底面ＷＧｂに対向している
構造では、薄膜トランジスタＴＲの誤作動を抑制することができる。
【００３５】
　第１半導体層１２及び第２半導体層１８は、酸化物半導体で形成した方が望ましい。こ
のような酸化物半導体としては、インジウム、ガリウム、又は亜鉛のいずれか１つを少な
くとも含む酸化物が好適に用いられる。酸化物半導体の体表的な例としては、例えば、酸
化インジウムガリウム亜鉛（ＩＧＺＯ）、酸化インジウムガリウム（ＩＧＯ）、インジウ
ム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、亜鉛スズ酸化物（ＺｎＳｎＯ）、及び亜鉛酸化物（ＺｎＯ）な
どが挙げられる。このような酸化物半導体から成る半導体層は、アモルファスシリコンか
らなる半導体層と比較して高移動度を実現できる。また、このような酸化物半導体から成
る半導体層は、ポリシリコンからなる半導体層と比較して、低温で大面積に亘って均一に
成膜することができ、製造コストの低減を図ることができる。また、第１半導体層１２と
第２半導体層１８が同一又は類似の組成の酸化物半導体で形成されることにより、第２領
域１２Ｂと第４領域１８Ｂとの界面、及び第１領域１２Ａと第３領域１８Ａとの界面の接
触抵抗の低減を図ることができる。
【００３６】
　図３は、本実施形態の薄膜トランジスタＴＲ及び比較例の薄膜トランジスタにおける、
ゲート電圧（Ｖｇ）に対するドレイン電流（Ｉｄ）の変化をグラフで示す図である。　
　図３に示すように、横軸ｘ１は、ゲート電圧Ｖｇを示している。左の縦軸ｙ１は、ドレ
イン電流Ｉｄ（対数表記）を示している。右の縦軸ｙ２は、ドレイン電流Ｉｄ（線形表記
）を示している。グラフＡ１及びグラフＡ２は、本実施形態の薄膜トランジスタＴＲのド
レイン電流Ｉｄ－ゲート電圧Ｖｇの特性を示している。これらのグラフは、第１チャネル
領域１２Ｃの第１チャネル長Ｌ１と第２チャネル領域１８Ｃの第２チャネル長Ｌ２の比を
５：３として、薄膜トランジスタＴＲの性能をシミュレーションした結果である。グラフ
Ｂ１及びグラフＢ２は、比較例の薄膜トランジスタのドレイン電流Ｉｄ－ゲート電圧Ｖｇ
の特性を示している。この比較例の薄膜トランジスタは、本実施形態の構成から第１半導
体層１２の構成するトップゲート型薄膜トランジスタ構造を除いた薄膜トランジスタであ
る。グラフＡ１及びグラフＢ１は、ゲート電圧Ｖｇに対するドレイン電流Ｉｄ（対数表記
）のプロットを示しており、値は縦軸ｙ１に従う。また、グラフＡ２及びグラフＢ２はゲ
ート電圧Ｖｇに対するドレイン電流Ｉｄ（線形表記）のプロットを示しており、値は縦軸
ｙ２に従う。
【００３７】
　グラフＡ１とグラフＢ１を見ると、薄膜トランジスタＴＲの閾値電圧Ｖｔｈは比較例の
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薄膜トランジスタの閾値電圧から上昇していない。これは、薄膜トランジスタＴＲが、第
２閾値電圧Ｖｔｈ２を閾値電圧Ｖｔｈとして動作していることを示している。すなわち、
このような薄膜トランジスタＴＲにおいて、ゲート線Ｇ及びゲート電極ＷＧへの負荷は増
加していない。またグラフＡ１は、ハンプ特性を示していない。グラフＡ２とグラフＢ２
を見ると、薄膜トランジスタＴＲのドレイン電流は、比較例の薄膜トランジスタのドレイ
ン電流の略１．６倍となっている。なお、第１チャネル領域１２Ｃのチャネル幅は第２チ
ャネル領域１８Ｃのチャネル幅と同一であるが、第１チャネル領域１２Ｃの第１チャネル
長Ｌ１は第２チャネル領域１８Ｃの第２チャネル長Ｌ２と同一ではないため、上記のよう
にドレイン電流が略１．６倍となり、２倍とはなっていない。上記のことから、高性能か
つ特性バラつきが抑制された薄膜トランジスタＴＲが得られている。
【００３８】
　次に薄膜トランジスタの製造工程について、図４から図７を用いて説明する。図４乃至
図７は、本実施形態の薄膜トランジスタＴＲの製造方法を説明するための概略断面図であ
る。　
　図４に示すように、薄膜トランジスタＴＲの製造が開始されると、まず、第１絶縁基板
１０の上に、スパッタリング法などを用いて、例えばＩＧＺＯなどの酸化物半導体膜を成
膜する。その後、この酸化物半導体膜を島状にパターニングして、第１酸化物半導体層Ｃ
Ｏ１が形成される。
【００３９】
　図５は、ゲート電極ＷＧの形成までを行った状態を示している。図５に示すように、続
いて、第１絶縁基板１０及び第１酸化物半導体層ＣＯ１の上に、絶縁膜を成膜する。更に
この絶縁膜の上に、金属膜を成膜する。これらの絶縁膜や金属膜は、例えば、スパッタリ
ング法やプラズマＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法な
どによって成膜される。この後、これらの絶縁膜及び金属膜は、一括して島状にパターニ
ングされ、絶縁膜から第１絶縁膜１４が形成され、金属膜からゲート電極ＷＧが形成され
る。その後、第１絶縁膜１４をマスクとして、第１酸化物半導体層ＣＯ１の低抵抗化処理
を行っても良い。例えば、露出した第１酸化物半導体層ＣＯ１に、水素プラズマ処理等の
還元性ガスプラズマ処理を施す。これにより、露出した第１酸化物半導体層ＣＯ１は、還
元性の水素プラズマによって還元され、低抵抗化される。第１絶縁膜１４によってマスク
された領域の第１酸化物半導体層ＣＯ１は、還元されないため、比較的高抵抗な状態が維
持される。この結果、第１酸化物半導体層ＣＯ１から第１半導体層１２が形成される。低
抵抗化処理の方法は、特に限定されるものではなく、ＵＶ光照射による還元等、適宜選択
することができる。
【００４０】
　このような工程において、絶縁膜のパターニングと第１酸化物半導体層ＣＯ１の低抵抗
化を同時に行うこともできる。具体的には、絶縁膜を、プラズマドライエッチングの一種
である反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）でパターニングする。このとき、エッチングガ
スとして、例えば、還元性のフッ素や水素を含むガスを用いる。このようなエッチングガ
スは、例えば、四フッ化メタン（ＣＦ４）及び酸素の混合ガス、またはパーフルオロシク
ロブタン（Ｃ４Ｆ８）、水素、及びアルゴンの混合ガスが挙げられる。この結果、絶縁膜
及び金属膜のパターニングに際して、フッ素プラズマや水素プラズマにより第１酸化物半
導体層ＣＯ１が還元される。このようなドライエッチングに用いるガスでは十分に第１酸
化物半導体層ＣＯ１を低抵抗化することができない可能性がある。しかし、ドライエッチ
ング時に補助的に第１酸化物半導体層ＣＯ１を低抵抗化しておくことで、以降に実施する
低抵抗化処理の負担を軽減することができる。
【００４１】
　図６は、第２酸化物半導体層ＣＯ２の形成まで行った状態を示している。図６に示すよ
うに、ゲート電極ＷＧを形成した後、第１絶縁基板１０、第１半導体層１２、及びゲート
電極ＷＧを覆う（埋め尽くす）ように、第１絶縁基板１０上に第２絶縁膜１６をプラズマ
ＣＶＤ法などによって成膜する。その後、第２絶縁膜１６に、第１コンタクトホールＣＨ
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１及び第２コンタクトホールＣＨ２を形成する。次いで、第２絶縁膜１６の上、第１コン
タクトホールＣＨ１の内部、及び第２コンタクトホールＣＨ２の内部に、ＩＧＺＯなどの
金属酸化物を成膜する。その後、この金属酸化物を島状にパターニングし、第１半導体層
１２に対向する領域に、第２酸化物半導体層ＣＯ２を形成する。
【００４２】
　本実施例においては、第１酸化物半導体層ＣＯ１及び第２酸化物半導体層ＣＯ２の形成
のためにフォトリソグラフィ法が用いられる。この場合、第１酸化物半導体層ＣＯ１と第
２酸化物半導体ＣＯ２の形成のために、同一のフォトマスクを用いることが可能である。
即ち、第１酸化物半導体層ＣＯ１及び第２酸化物半導体ＣＯ２の形成のために用いるフォ
トマスクを共用することができるため、製造コストの低減に寄与することができる。なお
、第１酸化物半導体層ＣＯ１と第２酸化物半導体ＣＯ２は、サイズ（面積）に関して一致
（略一致）する。
【００４３】
　図７は、低抵抗配線２０Ａ，２０Ｂの形成まで行った状態を示している。図７に示すよ
うに、次いで、金属膜を第２絶縁膜１６及び第２酸化物半導体層ＣＯ２の上に成膜する。
その後、金属膜はゲート電極ＷＧに対向する領域で分断するようにパターニングされ、低
抵抗配線２０Ａ，２０Ｂを形成する。第２酸化物半導体層ＣＯ２は、低抵抗配線２０Ａ，
２０Ｂに覆われていない部分が第２チャネル領域１８Ｃを形成する。第２酸化物半導体層
ＣＯ２において、低抵抗配線２０Ａに接した領域が第３領域１８Ａを形成し、第２電極２
０Ｂに接した領域が第４領域１８Ｂを形成する。この結果、第３領域１８Ａ、第２チャネ
ル領域１８Ｃ、及び第４領域１８Ｂを有した第２半導体層１８が形成される。
【００４４】
　次に、本実施形態の実施例に係る表示装置１について説明する。本実施例において、薄
膜トランジスタＴＲを第１薄膜トランジスタＴＲ１に適用している。図８は、本実施例に
係る表示装置の液晶表示パネルＰＬＮを示す概略断面図である。　
　図８に示すように、液晶表示パネルＰＬＮは、ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓ
ｗｉｔｃｈｉｎｇ）方式を採っている。しかし、本発明における液晶表示パネルの駆動方
式は、特に限定されるものではなく種々変形可能であり、ＦＦＳ方式以外のＩＰＳ（Ｉｎ
－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）方式、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔ　Ｎｅｍａｔｉｃ）方式、
ＶＡ（Ｖａｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式等でもよい。このような液晶表示パ
ネルＰＬＮは、アレイ基板ＡＲの他、対向基板ＣＴ及び液晶層ＬＱを備えている。
【００４５】
　アレイ基板ＡＲは、上述した部材の他、第３絶縁膜２２、第４絶縁膜２４、共通電極Ｃ
Ｅ、第５絶縁膜２６、画素電極ＰＥ、及び第１配向膜ＡＬ１をさらに備えている。　
　第３絶縁膜２２は、第２絶縁膜１６、第２チャネル領域１８Ｃ、低抵抗配線２０Ａ、及
び低抵抗配線２０Ｂの上に形成されている。第３絶縁膜２２は、第２チャネル領域１８Ｃ
を酸化・還元物質から保護するために形成される。従って、第３絶縁膜２２は、例えば酸
素や一酸化炭素などの、酸化性物質や還元性物質の透過率が低い材料が好適に用いられる
。
【００４６】
　第４絶縁膜２４は、第３絶縁膜２２を覆っている。第４絶縁膜２４は、平坦化膜として
機能することにより、アレイ基板ＡＲの表面の凹凸を低減することができる。従って、第
４絶縁膜２４は、例えばアクリル樹脂などの、厚膜化に適した有機材料で形成した方が望
ましい。　
　共通電極ＣＥは、第４絶縁膜２４の上の、開口部ＡＰに対応する領域に形成されている
。
【００４７】
　第５絶縁膜２６は、第４絶縁膜２４及び共通電極ＣＥの上に形成されている。第５絶縁
膜２６は、例えばシリコン酸化物やシリコン窒化物などの、無機材料で形成されている。
ところで、第３コンタクトホールＣＨ３が、第２電極２０Ｂと対向する領域に形成されて
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いる。この第３コンタクトホールＣＨ３は、第３絶縁膜２２、第４絶縁膜２４、及び第５
絶縁膜２６のそれぞれを貫通するビアホールによって構成されている。これらのビアホー
ルは、全て重なって配置されている。これにより、第３コンタクトホールＣＨ３は、第５
絶縁膜２６から第２電極２０Ｂにまで到達している。
【００４８】
　画素電極ＰＥは、第５絶縁膜２６の上、及び第３コンタクトホールＣＨ３の内部に形成
されている。画素電極ＰＥは、共通電極ＣＥと対向している。画素電極ＰＥは、第３コン
タクトホールＣＨ３において、第２電極２０Ｂと電気的に接続されている。画素電極ＰＥ
は、共通電極ＣＥと対向する領域に、第１スリットＳＬ１、第２スリットＳＬ２、第１部
分電極ＰＡ１、及び第２部分電極ＰＡ２を備えている。なお、スリットの数は２本に限定
されるものではなく、所望の本数だけ形成される。画素電極ＰＥ及び共通電極ＣＥは、例
えば、インジウム・ティン・オキサイド（ＩＴＯ）や、インジウム・ジンク・オキサイド
（ＩＺＯ）などの光透過性を有する導電材料によって形成されているが、アルミニウムや
タングステンなど他の金属やそれらの合金によって形成されていても良い。　
　第１配向膜ＡＬ１は、第５絶縁膜２６及び画素電極ＰＥの上に形成されている。
【００４９】
　一方、対向基板ＣＴは、第２絶縁基板３０、遮光層ＢＭ、カラーフィルタＣＦ、オーバ
ーコート層ＯＣ、第２配向膜ＡＬ２を備えている。　
　第２絶縁基板３０は、ガラス、樹脂等の光透過性及び絶縁性を有する材料によって形成
されている。
【００５０】
　遮光層ＢＭは、第２絶縁基板３０の上に形成されている。遮光層ＢＭは、薄膜トランジ
スタＴＲに対向し、開口部ＡＰに対応する領域には形成されていない。遮光層ＢＭは、混
色による表示品位の低下を抑制し、薄膜トランジスタＴＲでの外光の乱反射を防ぐために
設けられる。このため、遮光層ＢＭは、光透過率が低く、反射率が低い素材で形成される
。
【００５１】
　カラーフィルタＣＦは、第２絶縁基板及び遮光層ＢＭの上に形成されている。カラーフ
ィルタＣＦは、開口部ＡＰを透過する光を、例えば赤、緑及び青に着色するために設けら
れる。
【００５２】
　オーバーコート層ＯＣは、カラーフィルタＣＦを覆っている。このオーバーコート層Ｏ
Ｃは、カラーフィルタＣＦの表面の凹凸を緩和し、第２配向膜ＡＬ２が設けられる面を平
坦にする役割を持っている。また、オーバーコート層ＯＣは、カラーフィルタＣＦから液
晶層ＬＱへの汚染物質侵入を防止する役割を担うことができる。オーバーコート層ＯＣは
、例えばエポキシアクリレートなどの、透明な樹脂で形成される。
【００５３】
　第２配向膜ＡＬ２は、オーバーコート層ＯＣの上に形成されている。第１配向膜ＡＬ１
及び第２配向膜ＡＬ２は、水平配向性を示す材料によって形成されている。このような第
1配向膜ＡＬ１及び第２配向膜ＡＬ２は、液晶層ＬＱの液晶分子を初期配向させるための
配向処理がなされている。配向処理とは、例えば、ラビングや光配向処理が挙げられる。
【００５４】
　液晶層ＬＱは、アレイ基板ＡＲの第１配向膜ＡＬ１と、対向基板ＣＴの第２配向膜ＡＬ
２との間に保持されている。液晶層ＬＱの液晶分子は、第１配向膜ＡＬ１及び第２配向膜
ＡＬ２により、配向膜の表面に対してプレチルトし、初期配向している。
【００５５】
　次に液晶表示パネルＰＬＮの動作について説明する。共通電極ＣＥと画素電極ＰＥとの
間に電位差が生じていない状態、すなわちオフ時には、液晶層ＬＱの液晶分子は初期配向
を維持する。対して、共通電極ＣＥと画素電極ＰＥとの間に電位差が生じたオン時には、
液晶層ＬＱの液晶分子は、共通電極ＣＥと画素電極ＰＥとの間で形成される電界の影響を
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受けて配向が変化する。電界は、部分電極から生じてＵ字に屈曲し、スリットを通って共
通電極ＣＥに向かう。
【００５６】
　上記のような本実施形態の実施例によれば、特性ばらつき及び占有面積の小さい薄膜ト
ランジスタを備えた表示装置１を得ることができる。例えば、液晶表示パネルＰＬＮの画
素の開口率を高めることができ得る。又は、薄膜トランジスタＴＲ（第１薄膜トランジス
タＴＲ１）の性能バラつきによる表示品位の低下を抑制することができ得る。又は、ソー
スドライバＳＤ及びゲートドライバＧＤの小型化（占有面積の縮小）に寄与することがで
き得る。
【００５７】
　次に、本実施形態の変形例１に係る表示装置１について説明する。本変形例１において
も、薄膜トランジスタＴＲを第１薄膜トランジスタＴＲ１に適用している。図９は、本変
形例１に係る表示装置の液晶表示パネルのアレイ基板を示す概略断面図である。なお、こ
こでは、アレイ基板ＡＲのうち、説明に必要な主要部のみを図示している。
【００５８】
　図９に示すように、アレイ基板ＡＲは、第１絶縁基板１０の上に、図２で図示した薄膜
トランジスタＴＲを備えている。画素電極ＰＥは、第２絶縁膜１６の上に設けられている
。画素電極ＰＥは、第２半導体層１８と同一レベルの層にて第２半導体層１８と同一材料
で一体的に形成されている。画素電極ＰＥは、例えば、光透過性を有する導電性の酸化物
で形成されている。その場合、第３絶縁膜２２の成膜後、アレイ基板ＡＲを還元性ガスに
晒す等して、露出している画素電極ＰＥに低抵抗化処理を行っても良い。
【００５９】
　第３絶縁膜２２は、低抵抗配線２０Ａ，２０Ｂ及び画素電極ＰＥの上に形成されている
。第３絶縁膜２２は、第２チャネル領域１８Ｃを覆い、第１電極２０Ａと第２電極２０Ｂ
の一部を覆っている。層間容量膜２３は、第２絶縁膜１６、画素電極ＰＥ、第１電極２０
Ａ、第２電極２０Ｂ、及び第３絶縁膜２２を覆っている。共通電極ＣＥは、層間容量膜２
３の上に形成され、画素電極ＰＥと対向している。共通電極ＣＥは、開口部ＡＰに対応す
る領域において、第３スリットＳＬ３、第４スリットＳＬ４、第３部分電極ＰＡ３、第４
部分電極ＰＡ４、及び第５部分電極ＰＡ５を備えている。このとき、電界は、共通電極Ｃ
Ｅから生じて、画素電極ＰＥへ向かう。
【００６０】
　本変形例１においても、上記の実施例と同様の効果が得られる。また、図８で示した実
施例と比較して、本変形例１では製造工程が減少するので、製造コストを抑制することが
できる。
【００６１】
　次に、本実施形態の変形例２に係る表示装置１について説明する。本変形例２において
も、薄膜トランジスタＴＲを第１薄膜トランジスタＴＲ１に適用している。図１０は、本
変形例２に係る表示装置の液晶表示パネルのアレイ基板の概略断面図である。なお、ここ
では、アレイ基板ＡＲのうち、説明に必要な主要部のみを図示している。
【００６２】
　図１０に示すように、アレイ基板ＡＲは、第１絶縁基板１０の上に、図２で図示した薄
膜トランジスタＴＲを備えている。共通電極ＣＥは、第１絶縁基板１０の上方に設けられ
ている。共通電極ＣＥは、第１半導体層１２と同一レベルの層にて第１半導体層１２と同
一材料で形成され、第１半導体層１２に間隔を置いて位置している。共通電極ＣＥは、開
口部ＡＰに対応する領域に位置している。画素電極ＰＥは、第２絶縁膜１６を挟んで共通
電極ＣＥと対向している。画素電極ＰＥは、第２半導体層１８と同一レベルの層にて第２
半導体層１８と同一材料で一体的に形成されている。この場合、画素電極ＰＥは、例えば
、光透過性を有する酸化物で形成されている。画素電極ＰＥは、開口部ＡＰに対応する領
域において、第１スリットＳＬ１、第２スリットＳＬ２、第１部分電極ＰＡ１及び第２部
分電極ＰＡ２を備えている。このとき、電界は、画素電極ＰＥから生じて、共通電極ＣＥ
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へ向かう。
【００６３】
　本変形例２においても、上記の実施例と同様の効果が得られる。また、図７で示した実
施例や図８で示した変形例１と比較して、本変形例２では製造工程が減少するので、製造
コストを抑制することができる。　
　以上説明したように、本実施形態によれば、特性ばらつき及び占有面積の小さい薄膜ト
ランジスタを備えた表示装置を得ることができる。
【００６４】
　なお、本発明の実施形態を説明したが、上記実施形態は、例として提示したものであり
、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨
に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【００６５】
　例えば、薄膜トランジスタＴＲは、上述したチャネル長（Ｌ１，Ｌ２）、チャネル幅及
び間隔Ｔ１４，Ｔ１６のうち、少なくともＴ１６＜Ｔ１４の関係を満たしていればよい。
特性ばらつき及び占有面積の小さい薄膜トランジスタＴＲを得ることができる。この場合
、薄膜トランジスタＴＲは、Ｌ２≦Ｌ１の関係を満たしているとさらに望ましい。一方、
薄膜トランジスタＴＲのチャネル幅は特に限定されるものではないが、第２チャネル領域
１８Ｃの第２チャネル幅が第１チャネル領域１２Ｃの第１チャネル幅以上であると望まし
い。なお、薄膜トランジスタＴＲのチャネル幅を確保する目的では、第１チャネル幅及び
第２チャネル幅を同一にした方が望ましい。
【００６６】
　又は、薄膜トランジスタＴＲは、上述したチャネル長（Ｌ１，Ｌ２）、チャネル幅及び
間隔Ｔ１４，Ｔ１６のうち、少なくともＬ２＜Ｌ１の関係を満たしていればよい。ゲート
電極ＷＧは、底面ＷＧｂと、底面ＷＧｂの面積より小さい面積を有した天面ＷＧａと、を
備え、順テーパ状に形成されている。特性ばらつき及び占有面積の小さい薄膜トランジス
タＴＲを得ることができる。この場合、薄膜トランジスタＴＲは、Ｔ１６≦Ｔ１４の関係
を満たしているとさらに望ましい。一方、薄膜トランジスタＴＲのチャネル幅は特に限定
されるものではないが、第２チャネル領域１８Ｃの第２チャネル幅が第１チャネル領域１
２Ｃの第１チャネル幅以上であると望ましい。なお、薄膜トランジスタＴＲのチャネル幅
を確保する目的では、第１チャネル幅及び第２チャネル幅を同一にした方が望ましい。
【００６７】
　又は、薄膜トランジスタＴＲは、上述したチャネル長（Ｌ１，Ｌ２）、チャネル幅及び
間隔Ｔ１４，Ｔ１６のうち、少なくとも第２チャネル幅が第１チャネル幅を超えていれば
よい。特性ばらつき及び占有面積の小さい薄膜トランジスタＴＲを得ることができる。こ
の場合、薄膜トランジスタＴＲは、Ｔ１６≦Ｔ１４の関係を満たしているとさらに望まし
い。薄膜トランジスタＴＲは、Ｌ２≦Ｌ１の関係を満たしているとさらに望ましい。
【００６８】
　上述した実施形態では、表示装置として、液晶表示装置を例に開示した。しかし、上述
した実施形態は、有機ＥＬ（electroluminescent）表示装置、その他の自発光型表示装置
、あるいは電気泳動素子等を有する電子ペーパ型表示装置等、あらゆるフラットパネル型
又はフレキシブル型の表示装置に適用可能である。また、上述した実施形態は、中小型の
表示装置から大型の表示装置まで、特に限定することなく適用が可能であることは言うま
でもない。　
　上述した薄膜トランジスタＴＲは、表示装置以外の半導体装置に適用可能であり、例え
ば、各種メモリ、又は各種センサに適用可能である。
【符号の説明】
【００６９】
　１０…第１絶縁基板、１２…第１半導体層、１２Ａ…第１領域、１２Ｂ…第２領域、１
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２Ｃ…第１チャネル領域、１４…第１絶縁膜、ＷＧ…ゲート電極、１６…第２絶縁膜、１
８…第２半導体層、１８Ａ…第３領域、１８Ｂ…第４領域、１８Ｃ…第２チャネル領域、
２０Ａ，２０Ｂ…低抵抗配線、ＷＧｂ，１８Ｃｂ…底面、１２Ｃａ，ＷＧａ…天面、Ｔ１
４，Ｔ１６…間隔、Ｌ１…第１チャネル長、Ｌ２…第２チャネル長。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図９】

【図１０】
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